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引言

硅衬底的质量直接影响外延层质量和器件的性能
。

一般要求外延前的 衬 底 具 备

无或极少量机械损伤 小的弯曲度 高度平整光洁的抛光表面
,

且抛光表

面的损伤应力尽量小
。

这三者是相互制约的
。

众所周知
,

晶体经切割
、

研磨之后会引入大量的机械损伤
。

据报道
,

损伤层的厚度

在 月 以上
,

其中多晶层为 召 ,

裂纹层 “ ,

弹性畸变层为 娜左右
。

其中弹性畸变是由应力引起的
,

较深
。

单用抛光方法去除 月 以上的损伤层
,

需要

小时
,

难以达到良好的平整度
,

也是不经济的
。

化学减薄既能除去衬底原有的表面损

伤
,

又不引入新的损伤
。

因而是一种好的方法
,

但腐蚀后表面不易平整
,

因而采用化学

腐蚀和抛光相结合的方法来达到去除切
、

磨损伤要求
。

用化学腐蚀去除大部或全部损伤

层
,

然后抛光去除少量损伤局或抛平
,

这样既能达到节省时间
,

又使表面平整光洁
,

塌

边少
,

且去除了晶片表面损伤层
,

达到了外延前衬底的要求
。

腐蚀剂的选择

选择腐蚀剂要考虑以下几点要求

化学减薄后
,

硅片表面要光亮平整
,

使在以后的工艺中不易吸附其他杂质
。

对硅片表面去层一致性要好
,

能保持一定的腐蚀速率
。

工艺要简便可靠
。

比较了几 种 腐 蚀 剂 后
,

决 定 采 用
、

万 和
, 尸 体 系

。

其中
, ,

是对硅片起氧化作用 厅 是 络合剂
,

起剥离氧化层的作用 万 尸
‘

是一种缓冲剂
,

起控制作用
。

腐蚀荆配比的确定

环境温度
’

硅片规格 重掺 也有 月 的

电阻率 、 上角口
·

晶向
、

及

尺寸 也有 或园片

数量 片 必 园片 片
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在上述条件下
,

做了大量改变腐蚀液成份的试验
,

以观察腐蚀速率及硅片的表面状

祝
,

最后选优确定配方为
,尸 ‘ , ,

每次腐蚀液为
,

腐蚀速率约 拌 分
。

腐蚀液配比确定后的实验

用上述配方作了腐蚀速率和温度
、

晶片的晶向及时间的关系实验和腐蚀后表面状况

与单晶电阻率的关系实验
,

这些实验结果见表
。

表 腐蚀速率和温度的关系 表 去层 和腐蚀时间的关系

温 度
“ 书均 腐蚀速 率

召 分 表 面 状 况 时 间 分 去 层 量 产

注 腐蚀 分钟后
。

表 腐蚀速率和晶片的晶向关系

注 , 。

开始时表面损伤 严重 化学减薄时速 率提高
·

去层快
,

晶向
。

户 分
平均
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好好良《

夕
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表 腐蚀后表面状况与晶片电阻率
、

导电类型的关系

单晶 电阻 率和导 电类型 表面 光洁度 ⋯一 致 性 ⋯平 整 度 重 复 性
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注 腐蚀 分钟以后
。

由此可以看出

温度对腐蚀速率的影响是大的
,

所以腐蚀环境温度必须控 制 在 、
,

腐

蚀时必须加强搅拌
。

腐蚀速率对晶片的晶向
、

电阻率
、

腐蚀后表面状况
、

晶片电阻率及导电类型无

明显影响
。

结果与讨论

节约了抛光时间
,

提高了工效
。

化学减薄去除了切割
、

研磨损伤的全 部 或 大



部
。

未经化学减薄的晶片需抛 个小时以上
,

才能去除损伤
,

且平整度差 晶片表面呈

球面
,

而化学减薄后的硅片只需抛平 小时
,

就可以交付使用
。

提高了硅片平整度和平行度
,

平整度主要体现在塌边方面
,

未经化学减薄
,

单

用抛光去除损伤
,

得抛 个小时
,

去除近 “ 的硅晶片情况如图 所示
。
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经化学减薄 再抛光 小时
,

硅晶片表面去除 “后晶片剖面尺寸如图 所示
。
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从图 和图 的尺寸比较
,

显然化学减薄后的片子优于未经化学减薄的晶片
,

而且

经化学减薄后片子边缘锐角整园
,

在以后的各道工艺中不缺裂
,

有利于工艺
。

一致性 在同 一次的腐蚀中
,

片与片之问去层量的一致性
,

大量的实验结果误

差仅 士
。

工 表而光洁度 表面光洁度和腐蚀速率有密切关系
,

而和塌边度相互制约
,

所以

我们在选择腐蚀液和确定腐蚀液配 比中
,

考虑的主要因素是晶片经化学减薄后有好的表

面光洁度 塌边度小
,

又能保证一定腐蚀速率
。

加强搅拌翔常重要
,

搅拌 下充分会达温

度升高
,

进而提高腐蚀速率
,

这时会出现丧面光洁度不好
,

起毛无光汗等现象
,

所以在

上述配比下 同时注意加强搅拌
,

表面光洁度一 定会良好
。

塌边度 晶片边缘机诫损仿比较严重
,

且边缘的溶解扩散大于中可
,

因此边缘

的腐蚀速率大于中问
,

吏边缘塌边
。

从实验中看
,

塌边是不可避免的
,

但力求小些是可

能的
。

且存在一定的塌边度
,

可避免边缘碎裂
,

有利于以后的各道工艺
。

此腐蚀液和配

方
,

基本上使边缘呈园弧形 曲率半径为 少、 尽 。

比学减薄后晶片表面状况的好坏
,

也取决于化学减薄前的表而状见和清洁度
。

如切割
、

研磨 云片子表面有严重刀痕或划伤
,

或有沾污 未洗净的火漆
。

那么化学腐

蚀时
,

有刀痕和划伤处
,

因损伤重
,

腐蚀速率快 化学腐蚀后会产生 环 以 七的起伏 沾

污处化学腐蚀时因被保护
,

会形成凸起使平整度变坏
。

化学减薄前片子表面应没有严重

划伤
、

刀痕和沽污现象
。



结束语

化学减薄工艺在我所自 年在衬底制备中采用以来
,

经几年来的使用
,

基本上稳定

可靠
,

已成为我所衬底制备中不可缺少的工艺
,

缩短了抛光时间
,

提高了工效
,

在切片

质量好的情况下
,

还可直接进行化学减薄
,

省去磨片工艺
。

由于我们水平有限 工作不

够深入
,

有不当之处
,

请批评指正
。
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